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Fotodioda BETO 17 /BPYP 17/ Jest krzemową epiplanarną fotodiodą
O

PIN /p+-V-n'V o dużym polu powierzchni światłoczułej /1 cm /. 
Powierzchnia światłoczuła fotodiody ma kształt koła podzielo­
nego na 4 równe części /segmenty/. Montowana Jest w obudowie 
metalowo-plastykowej z płaskim oknem szklanym. Wymiary obudo­
wy pokazano na rys. 1, a układ wyprowadzeń na rys. 2.
Fotodioda BPDP 17 /BPYP 17/ może być stosowana do detekcji pro­
mieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni, a w szczegól-

Fotodioda czterosegmentowa BFDP 17 BPYP 17

Rys. 1. Wymiary obudowy fotodiody BPDP 17 /BPYP 17/

KARTA K A TA LO G O W A



2

Rys. 3« Względna charakterystyka widmowa czułości fotodiod
BPDP 17 /BPYP 17/

ności promieniowania emitowanego przez półprzewodnikowe foto- 
e mi tery z GaAs i GaAlAs /\ »0,8-0,9 /um/ i lasery neodymowe 
/ A «1,06 ^um/.
Fotodioda BPDP 17 /BPYP 17/ przeznaczona jest do detekcji poło­
żenia plamki świetlnej, kąta padania wiązki promieniowania, 
równomierności oświetlenia i w innych układach automatyki i ste­
rowania.
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Rys. 2. Układ wyprowadzeń fotodiody BPDP 17 /BPYP 17/
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Rys. 4. Zależność prądu fotoelektrycznego od położenia plamkiświetlnej
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WARTOŚCI DOPUSZCZALNE PARAMETRÓW

Napięcie wsteczne UR 100 V

Moc całkowita Ptot 2 W
‘i*

Gęstość prądu fotoelektrycznego 1P 5 mA/mm;

Temperatura obudowy tcase -50*+70 °(

Temperatura przechowywania tstg -504+85 °i
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Rys. 5. Charakterystyka pojemnościowo-napieciowa fotodiodBPDP 17 /BPYP 17/



PA
RA
ME
TR
Y 

CH
AR
AK
TE
RY
ST
YC
ZN
E 

/t
a(nb
 
'*» 

25
f’C
/

-  5 -

< N

g g
9  cd

z t  

£  E .

a
co
r *

«k

C\J
•k

to

er»

9
x :

v û
O

•k
r -

H
*

r —
•k

O

B

✓—s
-d -

'S .

1

i

G o  
o  - 
m o

n a

G  a \  
o  “
m o

a  n

CÜ

r -
«>

O

n
—V
-d-

« 1.

ł

N

c
<r-

II
U /

c •
• o
a?

•
m CM o T~ o o ■ p

(u i i 1 + 1 T— CM m o KN
0 m m T -i

o CM
HQ

m• T— •H

r * lA CD a
K > • 1 m T * CM m Cu
HO P« m • i •k + 1 •k r - i

O K O O o 0 0 - Í KN o o ft
• p T— » m CM

o O KN 0 >
CÜ Ü

•H

r - • g

•
t í

r -
1 «

K \  
r -  . '10

•d •* •k 1 i 1 1 1 i »
e •k O O 1

O
T S .

•
a g < r

• o \ " iR co (0 g < fc i
(U s . < C t í g tí f t

*-> •

OJ -P
t—1 to so /< P <D .
JO /< < a o O B»•h c o co „  tí u «H rH c d -P a
£■> T“ A Pn p P H i o (2)

to to < C/3
/< T“

O a
b0 rH
(U P

>■> O
N 3 or*
•Ö ■Ö 3 • o

(U O 1 a f • t í cd
•H •H U « f r - f •
c •H a ft (1)(•3 s O ft •H

{ -4 i HO 3 3 N •
-P o O & co • t í CQ
O) •H r*H o rH 3 N •—-»
B > . t í 3 d 3 CO O rA OC
cd Ü 0) N «M ft H U c cd
P cd •H O co a 3 N P CM
OJ f - a 0 ) ■H O f t  o p O •H
f t f t o (1) N hO a bo u 0 ) . >

c 'O P cd eu ■H 0) cd -p O •

CÖ w f t  N '(0 f t -H  t í n N to X >
? <u o O C  N cd n to > rM
N U s t í Cd O •H  O p cd l f \
Cd M 0 ) P T j •H p  >> t í o • o o

cd t í  CÖ O C  “H to  k 3 M c tf
N a p 3 a cd P • t í  -p 'C I\J 'O a

o o P> cd P  ü cd ¿ t 'W ft 'to
"O f-< q N  4 -> cd a> f t  <D o -p o

> ' « i l O  C t í  rH O  H ß >>
O O o <U rM  (U 0 <u O OJa iM o ■ o 'o  a 10 O w o u a CD r*9 3  tí Q) ft Eb cd -P cd +> o» Ę) 0) •o•H N o ■H CO <D N  O N  O N 0) •H oO a S «J O *H O  V I CO CO o Cu



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al, Lotników 32/46 
02-668 Warszawa
tel. 435401

815647 Druk ZOINTE ITE zam. 6 ^ 8 7  n."bOO
i 1987 Parametry i obudowa moga

Cena 60 2ł ulec zmianie
PRAWO REFRuOUKCJI ZASTRZEŻONE


